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  Полупроводниковый прибор – нелинейный преобразователь электрических   

сигналов, предназначен для работы в качестве  квадратичного детектора и  

смесительного диода на частотах до 10 ГГц. 

 

  Прибор имеет идеальную квадратичную характеристику, поскольку 

выполнен из однородного полупроводника без “p-n” перехода. 

 

  Работа основана на внутреннем эффекте Холла. 

 

  Является идеальным квадратичным детектором для измерения мощности 

ВЧ и СВЧ сигналов. 



 

 Базовые кристаллы на однородной структуре 

GaAs с проводимостью “n” типа c 

металлизированными площадками имеют 

размеры 0,5 х 0,5 х 0,01 мм. 

 

 

Прибор имеет идеальную квадратичную характеристику, поскольку выполнен из 

однородного полупроводника без “p-n” перехода 

 Образцы приборов в корпусе снабжены двумя 

входными и двумя выходными выводами, 

входное и выходное сопротивление 

соответственно 24 и 30 Ом, максимальное 

значение входного тока 100 мА,  рабочая часта до 

10 ГГц, температурный диапазон –70°... +150° С 



 Прибор может быть использован для измерения мощности и преобразования 

частоты ВЧ и СВЧ сигналов в различных узлах радиоэлектронной аппаратуры, 

например, конверторах, смесителях, детекторах.  

 Прибор может быть изготовлен в виде отдельного элемента, либо интегрирован 

в структуру микросхемы, изготавливаемой по GaAs технологии.  

Предназначен для применения в жестких условиях эксплуатации 

 

 

 

 

Технические преимущества прибора по сравнению с известными полупроводниковыми 

СВЧ смесительными и квадратичными диодами, в том числе и диодами Шоттки 

заключаются в обеспечение квадратичной передаточной характеристики в широком 

динамическом и частотном диапазонах, отсутствии реактивной составляющей 

входного сопротивления, обусловленной барьерной емкостью 



 Technology for production of the new semiconductor instrument – nonlinear electric signals transformer intended for  

operating with frequencies up to 10 GHz 

  

 Operation of the instrument is based on the internal effect by Holl.  The present effect is based on the internal effect by 

Holl.  The present effect is in appearance of a nonlinear potential difference in a cross-section of a semiconductor 

between its center and its border when passing of electric current and in absence of external magnetic field. Polarity of 

the nonlinear potential difference doesn’t depend on a direction of electric current but it is determined only by a charge 

carrier type in the semiconductor  

 Theoretically the instrument has an ideal quadratic characteristic because of it is made of homogeneous semiconductor 

without «p-n» transition 

  

 The  instrument is fulfilled on GaAs transducer with «n» type conductivity, the instrument is supplied with two inlets and 

two outlets 

 The present work is carried to test samples: basic crystals GaAs are made with metallized small areas in the borders and 

the center.  Sizes of the crystals are       0,5 x 0,5 x 0,01 mm.  Models of the instruments are made in the body.  The 

instrument is provided with two inlets and two outlets.  Inlet resistance and outlet one is 24 and 30 Ohms correspondingly; 

a maximum value of inlet current is 100 mAmps; operating frequency is up to 10 GHz; temperature range is - 70 +150 
 

C 

 Main technical advantages of the new instrument compared to known semiconductor high frequency blending and 

quadratic diodes and super high frequency ones are confined in provision of more ideal quadratic transmassive 

characteristic in wide dynamic and frequency ranges, absence of a reactive component of input resistance, provided by 

conventional barrier capacity in known diodes.  The offered instrument can be comparatively simply integrated into the 

microcircuit structure produced by GaAs technology 

   

 The offered semiconductor instrument can be used for measurements of capacity and conversion of  frequency  of high 

frequency signals and super high frequency ones in various assemblies of radio-and electronic devices, e.g., in 

converters, contacters, detectors 

 The instrument can be made as a separate element or it can be included into the composition of an integrated circuit 

 


